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１．概要（Summary） 

強い光閉じ込めを実現可能な III-V-on-Insulator 基

板を用いて、超小型細線導波路光デバイスと III-V 

MOS トランジスタをモノリシック集積可能な III-V 

CMOS フォトニクスプラットフォームを新たに提案

し、研究を進めている。ナノテクプラットフォームで

提供されている MOCVD 装置を用いて作製を依頼し

た InPエピウェハをSi基板上に貼り合わせることで、

III-V-OI基板を実現し、このウェハ上に高性能光変調

器を実現するための研究を進めている。 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 有機金属気相成長装置 

 

・実験方法 

ナノテクプラットフォームで提供されている  

有機金属気相成長装置を用いた作製を依頼した

InGaAsP 構造を持つ InP エピウェハを用いて、

III-V-OI 基板を作製し、その耐熱性を PL測定により

評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した III-V-OI 基板を RTA 炉にてアニール処理し

て、InGaAsP 層の PL 強度を評価することで、III-V-OI

基板の耐熱性を評価した。アニール温度に対する PL 強

度の推移を Fig. 1 に示す。原子層堆積法で成膜した

Al2O3層を界面層として貼り合せた III-V-OI 基板におい

ては、アニール温度の上昇とともに PL 強度は低下し、

600度アニール時は PL強度が 41%に低下することが分

かった。一方、貼り合せ界面をSiO2に変更したところ、PL

強度の低下は抑制されて、600度アニール時でも 96%程

度の強度が得られることが分かった。これにより高耐熱性

III-V-OI基板を実現することに成功した。 
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Fig. 1 PL spectra of III-V-OI wafer 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・文部科学省科研費若手 A 
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６．関連特許（Patent） 

なし 


